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 ※概要（Summary ）： 

カーボンデバイスに使用するグラフェンの製造装置の

開発を進めるため，グラフェン成長に必要な触媒薄膜

を形成し、グラフェン成長方法および特性評価のため

の TEM 用グリッドへの転写方法を取得する。 
※実験（Experimental）： 

・利用装置： 

［ア］ 電子線蒸着器 ULVAC EBX-8C 

［イ］ グラフェン成長炉 CVD Easy Tube 

［ウ］ スピンコーター 

１～２層のグラフェン作製のため Cu 薄膜の触媒を

シリコン基板上に電子線蒸着器を用いて 300nm 成膜

した。 

作製したCu薄膜と市販のCuフォイルを用いてグラ

フェンを成長させた。グラフェン成長前に Cu 触媒の結

晶化のために 1000℃，水素とアルゴンガス中で 45 分

間加熱した。グラフェン成長は、1000℃、メタンとア

ルゴン混合ガス中で 20 分間行った。PMAA レジスト

をグラフェン上に塗布し、Cu エッチング液を用いてグ

ラフェンを基板から剥離した。光学顕微鏡観察のため

に PMMA/グラフェンをシリコン基板に転写し、TEM

観察のために TEM 用グリッドに転写した。最後に

PMMA をアセトン溶媒によって除去した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

光学顕微鏡の観察の結果から成長したグラフェンの

モフォロジーは Cu 触媒に依存していることが分かっ

た。Cu フォイルを用いた場合と比較して Cu 薄膜を用

いた場合のグラフェンのドメインが小さいことが分か

った。Cu フォイルの触媒では、結晶化処理によって数

十μm 大きさのドメインが形成されるが、Cu 薄膜はそ

れよりも小さいドメインしか形成されず、これらのド

メインに依存してグラフェンが成長すると考えられる。

しかし、Cu フォイル表面に出ている結晶面方位がそれ

ぞれ異なるため、この結晶面方位に従ってグラフェン

の厚さも異なることが分かった。 

 熱 CVD 法により成長させたグラフェンの TEM 用グ

リッドへの転写方法の報告が少ないため、転写方法が

確立されているシリコンへの転写法に倣い、グリッド

への転写を試みた。シリコンへの転写はできたが、グ

リッドへの転写が困難であった。これは、使用したグ

リッドの大きさが25～50μmと大きいためグリッド上

にグラフェンが架橋する確率が小さいためである。特

に Cu 薄膜触媒を用いたグラフェンのドメインが数μ

m と小さいためほとんどグリッドに転写されなかった。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

小さいグリッドを用いてグラフェンを転写する必要

があり、小さいグリッドの作製も含めて検討する。 
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